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［はじめに］ ナノ電極リソグラフィ[1]は電気化学反応を使って導電性モールド上のパタンを対象物に転写する

パタン作製手法である。モールド表面の凹凸パタンを「物理的に」転写する従来のナノインプリント技術に対し、

「化学的な」ナノインプリント技術と言える[2]。ナノ電極リソグラフィは、酸化物パタンを直接形成することが

でき、さらに、パターニング段階で対象物表面に凹凸を形成せず、化学的性質の違いにより対象物表面にパタン

を形成するという特徴を有する。この特徴を生かしてパタンの重畳（＝多重パターニング）が可能である。例え

ば、ライン・アンド・スペース（L/S）パタンを有するモールドを使ったパタン転写プロセスを、モールドを 90゜

回転させながら繰り返すことにより、格子状パタンを形成することができる[3]。今回、モールドの並行移動を伴

う多重パターニングによって、広いスペース幅（= ギャップ）をもつ L/Sパタンモールドを用いて、対象物表面

に、より狭いギャップをもつパタンを形成可能であることを実証した。 

［実験と結果］ Figure 1に多重パターニングを使った狭ギャップパタン形成プロセスを示す。まず、L/Sパタ

ンを有する導電性モールドを Si基板に配置し、空気中で導電性モールドと Si基板間に電圧を印可してパタン転

写プロセス（1回目）を行う。陽極酸化反応により Si基板表面に酸化物パタンが形成される。次に、モールドを

並行移動させて基板との相対位置を変化させ、パタン転写プロセス（2回目）を行う。1回目のパタン転写で形成

されたパタン中の非酸化部分（ギャップ）の一部が 2回目のパタン転写により酸化されることにより、ギャップ

を狭くすることができる。 

 Figure 2に、多重パターニングを用い

て狭ギャップを形成した Si上パタンの

SEM像を示す。1回目の転写プロセスに

おいて形成された L/Sパタン（ギャップ

幅 2.9 m）に、2回目の転写プロセスで

形成された L/Sパタンが重畳し、ギャッ

プ幅が1.5mとなっていることがわかる。

以上の結果から本手法によってモールド

上パタンよりも狭いギャップパタンの形

成が可能であることを確認した。 

［まとめ］ナノ電極リソグラフィのもつ

特徴の一つである多重パターニングを用

いて、モールド上パタンよりも狭いギャ

ップパタンを形成できることを実証した。

本手法を用いることにより、モールドの

加工精度だけに頼ることなく、容易かつ

オンデマンドにギャップパタンを形成す

ることが可能となる。 
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Figure 2.  Narrow gap pattern fabricated by multiple patterning 

 
図 3 トレンチパタン形成によりモードギャップ中に

形成された共振器における光子寿命評価 
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Figure 1.  Procedure for gap narrowing by multiple patterning 
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